Yarlile!ken Elemanlarin ve Dilizenlerin Modellenmesi
ODEYV 3: (Verilig Tarihi: 15.10.2003. siire 2 hafta)

GP modelinden yararlanarak bir npn tranzistor i¢in I¢ = f(Vgg, Vec) bagintisini Vgg, Vic
gerilimleri ve model parametreleri cinsinden yaziniz. Tranzistorun ileri ydnde aktif
calisma bdlgesinde ve yeteri kadar dusik enjeksiyon seviyesinde kutuplandigini kabul
ederek yoe GIkiS iletkenligini Vg, Vce kutuplama gerilimlerine baglayan
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bagintisini gikartiniz. Elde ettiginiz bagintiyi irdeleyerek bir tranzistorun ¢ikis iletkenliginin
gercek davranisi ile uyumlu olup olmadigini arastiriniz.



